
Fig. 1 Frequency dependence of capacitance of 
P3HT:PCBM (a)conventional and (b) inverted bulk 
heterojunction solar cells at different temperatures. 

Fig. 2.  Temperature dependence of mobilities of 
P3HT:PCBM (a) conventional and (b) inverted  
bulk heterojunction solar cells. 
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はじめに：近年、バルクへテロ接合型有機薄膜太陽電池(OSC)における光電変換効率の向上が著し
い。なかでも逆構造太陽電池は高い電力変換効率(PCE)と大気安定性を有すると報告されており、
盛んに研究が行われている[1][2]。逆構造太陽電池の電子物性に関する知見は、高 PCE化、大気安
定性の実現のため必要不可欠である。本報告では poly(3-hexylthiophene) (P3HT)と[6,6]-pheynl C60 

butyric acid methyl ester (PCBM)を活性層として有する逆構造太陽電池を作製し、インピーダンス分
光法(IS 法)による電荷移動度評価を行う。さらにこれらの結果を順構造太陽電池[3]のそれらとの
比較の結果を報告する。 

実験:ITO/TiO2/P3HT:PCBM/MoO3/Au 構造の逆構造、および ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al 構造
の順構造太陽電池を作製し、低温プローバを用いて真空中にて IS 測定を行った。IS 測定は暗状態
下にて Solartron 1260型インピーダンスアナライザおよび 1296型誘電率測定インターフェイスを
用いて行った。 

結果：Fig. 1(a),(b)に PCE 1.5 %の順構造および
PCE 3.0 %の逆構造太陽電池の静電容量の周
波数依存性をそれぞれ示す。Fig. 1(a)におい
て、低周波域で静電容量が負になることから
電子、正孔ともに対向電極に到達しており、
(b)では静電容量が低周波域で負にならない
ため、一方の電荷のみ対向電極に到達したと
考えられる。 

Fig. 2 (a),(b)に－ΔB法[4]により決定した順構
造および逆構造太陽電池の移動度の温度依存
性を示す。熱活性型の挙動を示すことがわか
り、300 Kにおける移動度の値は順構造太陽
電池で電子、正孔移動度はそれぞれ
9×10

-7
cm

2
/Vs、5×10

-5
cm

2
/Vs と決定出来た

[3]。逆構造太陽電池では一方の電荷移動
度のみ 3×10

-7
cm

2
/Vs と決定出来、順構造

太陽電池との対応から電子移動度のみを
決定できたと考えられる。正孔移動度が決

定出来なかった理由として、TiO2の伝導帯端が
真空準位から-7.5 eVであり活性層のLUMO -6.1 

eV に比べ深いことから TiO2/活性層界面で正孔
輸送がブロックされるためと考えられる。以上
から TiO2が正孔の流出を防ぐことが、逆構造太陽電池特性向上の一因と考えられる。 
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